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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3570 Datasheet

NPN-Epitaxial-Silizium-Planar-Transistoren 2N3570, 2N3571, 2N3572

Fiir Anwendungen im VHF-Bereich bis 1,5 GHz, bei denen geringes
Rauschen sowie hervorragendes Kleinsignalverhalten gefordert werden

2N3570 (friiher T1X3015) Vorteile:
Garantierte Rauschzahl: max 7 dB bei 1 GHz
Bandbreiten-Verstarkungsprodukt: 1,5 GHz
Kollektor-Basis-Zeitkonstante: max 8 ps

* Mechanische Daten
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* Absolute Grenzwerte
2MN35T0 2ZMN3sT 2N3572
Kaollektor-Basis-Spannung v 25 Y 25V
Kollektor-Emitler-Spannung (Bem. 1) 15V 15v 13V
Emitter-Basis-Spannung i a3y —
Kollektarstrom - 50 ma, -
Dauerverlustleistung bei (oder darunter) Ty = 25 °C (Bem. 2) -— 200 mW —
Dauerverlustleistung bei (oder darunter) Tg = 25 °C (Bem. 3) - 350 mwW -
Lagerungs-Temperaturbereich +——85 °C bis +200 °C—
Temperatur der Anschliisse 1,6 mm vom Gehéduse (10 sec) - 300 °C S

Bemerkungen:

1. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 15 mA Kollektorstrom, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2. Lineare Abnahme bis Ty = 200 °C mit 1,14 mW/*C,
3. Lineare Abnahme bis Tg = 200 °C mit 2 mW/"C.

* JEDEC registriert.
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Transistor 2N3570

Datasheet

* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter

Prifbedingungent

2ZN35T0

2N35T1 2N3572 Eln-
min typ max minmax minmax heit

Ummrycro Kollektor-Basis- lg=1pA, Ig=0 30 25 25 v
Durchbruchspannung

Umprycro Kollektor-Emitter- lg=2mA, Ip=20 15 15 13 v
Durchbruchspannung  {Bem. 4)

Umryepo Emitter-Basis- lg=10pA, lc=0 3 3 3 W
Durchbruchspannung

lero Kollaktor-Basis- Ugp =6V, lg=0 10 10 10 nA
Reststrom Ugp=6Y, lg=0, 1 1 1 BA

Tu = 150°C

hre Gleichstromverstirkung Uce =8V, lg=5mA 20 150 20 200 20 300

ha1e KurzschluB- Ugg =6Y, Igc=5mA, 20 200 20 250 20 350
Stromverstérkung f=1kHz

Ihz1el  Betrag der KurzschluB- Ugg =6V, lg=5mA, 375 4256 3 6 256
Stromverstérkung f = 400 MHz

Ceb Kollektor-Basis- Uep =6V, lg=0, 0,60 0,75 0,85 085 pF
kapazitat f=1MHz (Bem.5)

Ca Kollektor-Basis- Ugg=6Y, lg=—5mA,1 5 8 1 10 1 13 psec
Zeitkonstante f= 79,8 MHz

Bemerkungen:

4. ImpulsméBig gemessen: Impulsbraite < 300 us
Tastverhiltnis = 29§

5. Cep wird nach dem Dreipol-MeBverfahren mit geschirmtem Gehause und Emitter gemessen,

1t Dervierte Anschlull (Gehause) mul auler bei Cep und Oszillator-Ausgangsleistungsmeassung

geerdet werden.

* JEDEC registriert,
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Rauschwerte bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen®* 2N35ST0 oMN35T1 ZNAsT2 Ein-
typ max typ max typ max heit
F  Rauschiaktor Upe =6V, Ig=—2mA, Rg=50%, f 7 dB
f=1GHz (Bem. 6)
Uge = &V, Ig = =2 mA, Rg = 100 2, 4 ] dB
f = 450 MHz

** Der vierte AnschiuB muB fir alle Messungen mit Ausnahme bei Cen und der Oszillator-Ausgangs-
leistung geerdet sein.

* Arbeitswerte bel Tg = 25°C

Parameter Prifbedingungen 2N35T0 Ein-
min typ max heit

Po  Oszillator- Ausgangsleistung Upe =20V, lg=15mA, f=1GHz &0 v
(Bild 1 u. Bem, T)

Typische Kennwerte bei Ty = 25 °C

Rauschfaktor als Funktion der Frequenz
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Bemerkung:

6. Fordern Sie nihere Information Uber Messung unter; ,, Transistor Noise Figure Measurement at 1 GC"
(Publikation SC-4461),

* JEDEC registriert.
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* MeBinformation

0,02 xF

Abstimmbare KurzschluBleitung AuBere Abblockung, 30 pF
Emitter- | |I —l J_| a——— 4, AnschluB frei
Abstimmung — _ 1000-pF-Schelben- i
—Ugr 1| Kondansator
Lastanpassung
-
Zum 50-Q-
s T Bolometer
20,3 mm Innen T !
Fragquenz-
ainstellung
Dielektrik
\ Kapazitat versilbertes
Messingrohr
p—
A Gemeinsamea

Spannung
| Horar

6,25 mm AuBan@
254 mm Innen

Messing versilbert (g/4)

Bild 1 — Priifaufbau fir die Messungen der Oszillator-Ausgangsleistung bei 1 GHz

* JEDEC registriert
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